
Si-Ge-Au
The annealing of Si-Ge-Au powders in strong gravitational field 

	 , 2 3 	

1 	

Natl. Def. Acad. 1, NIMS MaDIS CMI2 , Kumamoto Univ. 3, ○Yoichi Okamoto1, 2, Yudai Ogata3,  
Makoto Tokuda3, Hisashi Miyazaki1, Tamotsu Mashimo3 

E-mail: oubutsu@jsap.or.jp 
 

Si/Ge/Au 30 mV
K-1 1)

2, 3) Si/Ge/Au
Si/Ge/Au

4, 5) Au, Ge, Si
5 G  

 
6

1.3 ton cm-2

N2 24 673 K
 Au 100 nm Si Ge 1 µm
SEM Hitachi High Technology SU-6600 EDX

Oxford X-Max Vacc=15 kV  

 
S-2 SEM  

40 G SEM EDX
0.3 0.5 mm

 Au Ge
Au  Si  

SEM EDX 1. 673 K
SiGe Si Ge

2. Au Ge 3. Au
Si 3. Ge

4. Si
5.  

 
Si Ge

Si Ge
0.3 mm

 
 
1) Y. Okamoto, H. Uchino, T. Kawahara and J. Morimoto, Jpn. J. Appl. Phys. 38, (1999) L945. 

2) H. Takiguchi, M. Aono, and Y. Okamoto, Jpn. J. Appl. Phys. 50, 041301 (2011). 

3) Y. Okamoto, S. Watanabe, H. Miyazaki, and J. Morimoto, to be published in Jpn. J. Appl. Phys. 
4) , , , , , , 62 , 13a-D13-10 (2015). 

5) Y. Okamoto, M. Aono, H. Miyazaki, Y. Ogata, M. Tokuda, and T. Mashimo, Defect Diffusion Forum 363, 156 (2015).

Table List of samples. 

Sample  composition ratio (mass%) 

S-1 (Si : Ge : Au ) = (90 : 0 : 10) 

S-2 (Si : Ge : Au ) = (45 : 45 : 10) 

S-3 (Si : Ge : Au ) = (0 : 90 : 10) 

S-4 (Si : Ge : Au ) = (36 : 38 : 26) 

S-5 (Si : Ge : Au ) = (0 : 82 : 18) 

S	6 (Si : Ge : Au ) = (42 : 43 : 15) 

Fig.1 High‐temperature  
ultracentrifuge system. 

Fig. 2 SEM photo of sample S-2. 
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